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(57) Abstract: The invention relates to a plasma-excited chemical vapor deposition method for forming a silicon/oxygen/nitrogen- 
containing material. The invention provides that during the supply of silicon material and oxygen material, nitrogen material is 
supplied while using an organic silicon precursor material. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein plasmaangeregtes chemisches Gasphasenabscheide-Verfahren zum Bilden eines 
Silizium-SauerstofT-Stickstofir-haltigen Materials, bei dem wahrend des Zuflihrens von Silizium-Material und Sauerstofif-Material 
Stickstoff-Material unter Verwendung eines organischen Silizium-Piecursormaterials zugefuhit wird. 



